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公開プロジェクト運営管理

情勢変

Ⅱ. 研究開発マネジメント

2.7 研究の運営管理等

情勢変化への対応

①

◇②不揮発アーキテクチャ研究開発において、新メモリアーキテ
クチャ統合システム開発するために、加速メモリの過渡的特性を
評価する計測装置を導入し、メモリモデルのパラメータ抽出を行う

加速メモリの過渡的特性を評価する計測装置を導入し、メモリモデルのパ
ラメータ抽出を行い、新メモリアーキテクチャ統合システム開発を０.５年前
倒し（２０１１年２月）

装
必要が生じ、開発加速投入（２０１０年度）

倒し（２０１１年２月）

②
◇②不揮発アーキテクチャ研究開発において、大容量プロトタイプ
設計仕様提示を前倒しする必要が生じ、研究開発加速投入
（２０１１年度）

不揮発メモリモデル計測装置導入し、仮想デモシステム構築を行い
ReRAM専用縦型MOSトランジスタ(4F2)構造プロセス開発およびデータ処
理アルゴリズムの研究開発期間を０.５年前倒し（２０１２年２月）

プロジェクト運営管理 終了東日本大震災

③
◇東日本大震災影響に伴い、①高速不揮発メモリの開発遅延に
対応（２０１２年度）

エルピーダメモリ株式会社との委託事業契約のプロジェクト期間を1ヶ月間
延長し、研究成果遅れ解消 （2013年2月⇒2013年3月）

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

事

プロジェクト運営管理

パ
ブ ①

NEDO Ｐｊ．終了東日本大震災

②
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③NEDO Ｐｊ．延長

公開技術推進委員会開催

部 含 技 推進

Ⅱ. 研究開発マネジメント

2.7 研究の運営管理

2011年12月に外部委員を含む技術推進委員会を開催

高速不揮発メモリの実用化に向けた技術開発指針の確認と是正

開発項目 指摘事項 対応

書換耐性の目標達成の指針を明確に
すべき

製品開発ターゲットをＳＣＭとして、アーキテクチャとの組み
合わせで目標設定（≧１０５）し、１０6以上の書換耐性を得た。

①高速不揮発メモリ

すべき
合わせで目標設定（≧ ）し、 以 の書換耐性を得た。
（研究成果に反映）

動作メカニズムの解明と信頼性を確認
すべき

測定結果と物理分析結果を基にした動作モデルの構築とそ
れに基づく改善を推進し、信頼性はフィールドリリース可能レ
ベルを確認した。（研究成果に反映）①高速不揮発メモリ

の開発

ベルを確認した。（研究成果に反映）

On/Off比向上，抵抗値差マージン拡大
策を検討すべき

材料・構造の最適化を行い、単体メモリセルを使った短ＴＡＴ
評価にて、On/Off比向上，抵抗値差マージン拡大を図った。
（研究成果に反映）

高速書き込みの利点を活かして最適な市場に早期に参入す
他不揮発メモリのベンチマークと勝ち残
り戦略を検討すべき

高速書き込みの利点を活かして最適な市場に早期に参入す
るべく他不揮発メモリベンチマークを行い戦略策定した。（実
用化・事業化計画に反映）

波及効果 説明をすべき
エンタープライズサーバー、クラウドストレージなどＳＣＭ以外

②不揮発アーキテク
チャの研究開発

波及効果の説明をすべき
エンタ プライズサ バ 、クラウドストレ ジなどＳＣＭ以外
の様々なアプリケーションへ展開した。

ReRAM特有のデバイス特性を反映した
回路設計技術の階層への貢献を説明

システムレベルでの性能を劣化させることなく、低電力，高信
頼性を実現する書き込み センス方式を開発した

事業原簿：１３ページ

技
すべき

頼性を実現する書き込み・センス方式を開発した。
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